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 要  旨 
ファインセラミックスは，電気絶縁性，耐食性，耐熱性，あるいは軽量性などの特徴を持って
いる．そのため，携帯電話やカーナビ、携帯音楽プレイヤーなどの表面実装型電子部品の半導体
基板などに用いられている。現在では，高放熱性、高電気絶縁性，低誘電率を有する Si3N4と Cu
の活性金属法（AMC)による接合した半導体基板，AlN や Al2O3 と Cu をロウ材なしで接合した
半導体基板が開発・実用化されている．しかし，セラミックスと金属を接合する際、接合温度か
らの冷却過程において熱膨張係数の差により発生する熱応力での破壊などの問題があるが，セラ
ミックス基板の熱疲労特性評価方法の標準化がされていないのが現状である． 
そこで，本研究ではセラミックス基板の熱疲労特性評価方法の標準化の一環として，セラミッ
クス基板を用いて熱サイクル疲労試験を行い，金属接合部のはく離，強度低下について検討を行
った．その結果，以下のような結論を得た． 
(1)本研究で使用したセラミックスに金属板を接合したセラミックス基板に熱疲労を負荷し，その
後 4 点曲げ試験によって残存強度を求めることによって，セラミックスに発生した損傷を評価
できることがわかった．  
(2) Al2O3/Cu，AlN/Cu の試験片は，熱疲労によってき裂が金属板の隅から試験片内部方向に発生
し，セラミックス基板表面から 30 度の角度で内部方向に進展する．ある深さまでき裂進展す
ると，き裂はセラミックス基板の長手方向に進展する．これらの試験片は，熱疲労後の 4 点曲
げ試験において残存強度が大幅に低下した． 
(4) AlN/Al は熱疲労によって，き裂がセラミックスと金属板の界面沿って進展し，ある熱サイク
ル数の増加すると金属板がはく離する試験片が多数存在した．なおこの試験片は，熱疲労後の
4 点曲げ試験において残存強度の低下は認められなかった． 
(5) Al2O3/Cu の試験片について，4 点曲げ時の破断位置を調べた結果，熱サイクル数が少ないと
きの破断位置は金属板の短辺の極近傍を通るが，熱サイクル数が増加すると破断位置は金属板
の内側になることがわかった．これは，金属板のはく離の影響である． 
 
